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vorlaufige technische Daten

Hersteller: VEB Werk filir Fernsehelektronik Berlin

Rot-, griin- oder gelbleuchtende Lichtemitter- & 1may. 2,54 me
dioden in Rechteckbauform auf Festkdrperbasis 49 ‘2 3
in diffus abstrahlender, eingeférbter Allplast- i < -
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VQA 101 rot diffus TSN-rot o
VQA 201 griin diffus griin x| y !
VQA 301 gelb diffus gelb § 1 A
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KenngrsBen bei § = 25 ¢

Lichtstédrke

bei IF = 20 mA Iv _E_ 0,40002,0 mcd
DurchlafBgleichspannung

bei Ip = 20 mA UF 3 2,8 \')
Sperrgleichstrom

g _ <

bei UR = 57V IR = 100 pA
Abstrahlwinkel ' ® 100 °
Wellenlénge der max.
spektralen Emission vQa 101 625 nm = mmax £ 645 nm

‘ VQA 201 555 nm £ A £ 570 nm

s <
VQA 301 580 nm = Wmax £ 600 nm

Reduktionskoeffizient

bei 9 = 55...85 °C
DurchlaBgleichstrom ~TK1p £ 0,67 mA/K

. < [
SpitzendurchlaBstrom -TK 1 pru = 2,22 %/K
Temperaturkoeffizient
der Lichtstérke

e o - r:l]7

bei 4 = 25...85 °C TK 1y 1,0 %/K
Grenzwerte bei & = -25...55 °C
DurchlafBgleichstrom ‘ IF 30 mA
SpitzendurchlaBstrom,
periodischer

tp = 100 ps, =1 : 10 IFRM 100 mA
abweichende Tastverhédltnisse
nach Vereinbarung
Sperrgleichspannung

. o :

Betriebstemperaturbereich &, -25...85 g
Lagerungstemperaturbereich
flir Lagerung bis zu 30 Tagen abtg -50...50 ¢

Die Lieferung aller Lichtemitterdioden erfolgt nach Lichtstédrkegruppen sortiert.
In einer Verpackungseinheit streut die Lichtstédrke der einzelnen Dioden max.
um den Faktor 2.

Lichtstédrkegruppen A B C D E

I¢ min 0,4 0,6 0,9 1,35 2,0

Anderungen vorbehalten!
Redaktionsschlufl November 1983
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RedaktiongschluB: Nov. 1983

BE-Nr, VQA 101 ; 137 86 13 107 1o1g32
201 ; 201093
301 5 301086

Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschlieRlich der Information!

Es konnen daraus keine Liefermég-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.
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